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二硫化モリブデン（MoS2）は、電子および光学デバイス用の新しい 2次元材料として大きな注

目を集めている。MoS2ベースの FET の電気伝導特性は、環境ガスや電極の接触抵抗などの外因

性効果に影響を受けやすく、特に大気中の水分が FETの特性の不安定性につながることが明らか

にされてきた。 

本発表では、気体雰囲気中におけるMoS2 FETの電気伝導特性変化について報告する。デバイ

スチャンネル表面の水分子を十分に除去するためにデバイスを加熱しながら真空槽内を真空排気

して高真空（HV；10-6 Pa）雰囲気から一気圧までの範囲で酸素・窒素ガス雰囲気中におけるMoS2

ベース FET の電気伝導特性をヒステリシス曲線の測定により評価した。図に示すように、HV 環

境下ではゲートチャンネル電圧（VG）の掃引方向に依存したドレイン・ソース電流（IDS）の変化

は見られないものの、酸素分子を真空槽内に導入すると明瞭なヒステリシス効果が見られた。ヒ

ステリシス曲線の分離は 100 Pa程度の酸素分圧から急激に大きくなり、電圧の掃引方向に依存し

た閾値電圧の差は 10V 超となり、1000 Pa 付近で平衡状態を示した。一方、窒素雰囲気中でのヒ

ステリシス曲線には酸素雰囲気中のものと比較して明瞭な差異は見られないものの、HV 中と比

べ若干の拡がりを示し、1 atm における掃引方向に応じた閾値電圧の差は 2V 程度まで拡がった。

これらの結果は、ゲートチャネル表面に吸着した分子と MoS2 との間での電荷移動が原因と考え

られ、デバイスの ON 状態の電流値の減少は、酸素分子が窒素分子よりも効果的な電荷散乱体で

あることを示していると考えられる。 

 

 

Figure 1. HV～1 atm ガス雰囲気中における IDS-VGヒステリシス曲線。(a) 

酸素雰囲気中。(b)窒素雰囲気中。VG掃引速度は 5V/sec. VDS=50 mV. 
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